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Note:  Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably. 
 

SECTION -A 
1. Attempt all questions in brief.      02 x 7 = 14 
Q 
no. 

Question CO Level 

a.  Define doping process. How we obtain N-type and P-type semiconductors. 
डोिपंग ŮिŢया को पįरभािषत कीिजए। हम एन-टाइप और पी-टाइप सेमीकंडƃर 
कैसे Ůाɑ करते हœ?  

1 K1 

b.  Write the difference between Clipper and Clamper circuits? 
İƑपर और Ƒैɼर सिकŊ ट के बीच अंतर िलİखए? 

2 K2 

c.  Define the operating point (Q-Point) of a BJT and what is its importance? 
बी.जे.टी. के पįरचालन िबंदु (Ɛू-पॉइंट) को पįरभािषत करŐ  और इसका Ɛा 
महȕ है? 

3 K3 

d.  Define CMRR and Slew rate of Op-Amplifier. 
ऑपरेशनल एɼलीफायर के CMRR और ̾ʞू रेट को पįरभािषत करŐ। 

4 K2 

e.  Write the performance comparison between Ideal and Practical 
Operational Amplifier (Op-Amp). 
आदशŊ और ʩावहाįरक ऑपरेशनल एɼलीफायर (ऑप-एɼलीफायर) के बीच 
ŮदशŊन की तुलना िलİखए। 

4 K4 

f.  What is the working principle of a ramp-type DVM? 
रœप-टाइप डीवीएम का कायŊ िसȠांत Ɛा है? 

5 K2 

g.  Define these term Tunneling process.   
टनिलंग ŮिŢया को पįरभािषत कीिजए। 

2 K3 

SECTION-B 
2. Attempt any three of the following:      07 x 3 = 21 
Q 
no. 

Question CO Level 

a. (i) Define static and dynamic resistance of a PN junction diode. 
पीएन जंƕन डायोड के ˕ैितक और गितशील Ůितरोध को पįरभािषत करŐ। 
(ii) Explain the formation of depletion layer in PN junction and also 
explain its penetration during doping, biasing. 
पीएन जंƕन मŐ Ɨीणन परत के िनमाŊण की ʩाƥा करŐ  और डोिपंग, बायिसंग के 
दौरान इसके Ůवेश की भी ʩाƥा करŐ। 

1 K2 

b. Explain the Construction and working principle, characteristic of LED. 
and varactor diode.  
एलईडी और वैरेƃर डायोड की संरचना, कायŊ िसȠांत और िवशेषताओ ं की 
ʩाƥा कीिजए। 

2 K2 

c. (i) Draw and Explain Common emitter configuration of BJT and also                    
     Explain the Input and output characteristic of CE configuration. 
बीजेटी के कॉमन एिमटर कॉİ̢फ़गरेशन का िचũ बनाएं और उसकी ʩाƥा करŐ , 
साथ ही सीई (CE) कॉİ̢फ़गरेशन की इनपुट और आउटपुट िवशेषताओ ंकी भी 

3 K5 
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ʩाƥा करŐ। 
(ii) Derive relation between current gain in CB and CE configuration of 
transistor. For a transistor IE= 10mA and α= 0.987.find value of IC .  
टŌ ांिजːर के CB और CE िवɊास मŐ  करंट गेन के बीच संबंध ǒात कीिजए। यिद 
टŌ ांिजːर का िवद्युत Ůवाह IE = 10mA और α = 0.987 है, तो IC का मान ǒात 
कीिजए। 

d. Describe the following Operational Amplifier circuits: - 
(i) Summing amplifier (ii) Subtractor circuit (iii) Unity follower circuit.  
िनɻिलİखत िŢयाȏक ŮवधŊक पįरपथो ंका वणŊन कीिजए:- 
(i) योग ŮवधŊक (ii) घटाव पįरपथ (iii) इकाई अनुगामी या वोʐेज अनुगामी 
पįरपथ। 

4 K4 

e. Explain how voltage, phase and frequency are measured using CRO with 
diagrams. 
आरेखो ंकी सहायता से समझाइए िक सीआरओ का उपयोग करके वोʐेज, फेज 
और आवृिȅ को कैसे मापा जाता है। 

5 K2 

 
SECTION-C 

3. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 
Q 
no. 

Question CO Level 

a. Discuss the different types of junction break down that can occur in a 
reverse biased diode. Explain the shape of the break down diode 
characteristics. 
įरवसŊ बाय̾ड डायोड मŐ होने वाले िविभɄ Ůकार के जंƕन Űेकडाउन पर चचाŊ 
करŐ। Űेकडाउन डायोड की िवशेषताओ ंके ˢŝप की ʩाƥा करŐ। 

1 K2 

b. How Zener diode is used as Shunt regulator, Explain it? For the circuit 
shown below, determine the value of Maximum and minimum diode 
current. ज़ेनर डायोड का उपयोग शंट रेगुलेटर के ŝप मŐ कैसे िकया जाता है, 
नीचे िदखाए गए पįरपथ के िलए, डायोड की अिधकतम और Ɋूनतम धारा (I) का 
मान ǒात कीिजए। 

     

1 K5 

 
 
4. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 
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Q 
no. 

Question CO Level 

a. What is voltage multiplier circuit? Draw and explain the circuit diagram of 
voltage tripler circuit.  
वोʐेज मʐीɘायर सिकŊ ट Ɛा है? वोʐेज िटŌ पलर सिकŊ ट का सिकŊ ट डायŤाम 
बनाइए। 

2 K2 

b. (i) Write difference between Half wave and full wave rectifier. 
   हाफ वेव और फुल वेव रेİƃफायर के बीच अंतर िलİखए। 
(ii) Draw and explain the working of Centre-Taped full wave rectifier.      
      Also calculate its efficiency and ripple factor.  
सŐटर-टे̪ड फुल वेव रेİƃफायर का िचũ बनाकर उसकी कायŊŮणाली        
समझाइए। साथ ही, इसकी दƗता और įरपल फैƃर की गणना कीिजए। 

2 K4 

 
5. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 
Q 
no. 

Question CO Level 

a. Write any 5 difference between BJT and JFET. Draw and explain the 
construction and working of N-Channel JFET with suitable diagram and 
also draw its characteristic graphs. 
BJT और JFET के बीच केवल 5 अंतर िलİखए। उपयुƅ आरेख की सहायता से 
N-चैनल JFET की संरचना और कायŊŮणाली को दशाŊइए और इसके अिभलƗण 
Ťाफ भी बनाइए। 

3 K2 

b. Explain the construction, working and characteristics of n-channel 
Depletion type MOSFET.Write difference between Enhancement and 
depletion type MOSFET? 
एन-चैनल िडɘेशन(N-chanel) टाइप एमओएसएफईटी(MOSFET)की संरचना, 
कायŊŮणाली और िवशेषताओ ंकी ʩाƥा कीिजए. एनहांसमŐट और िडɘेशन 

टाइप एमओएसएफईटी(MOSFET) के बीच अंतर िलİखए? 

3 K4 

6. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 
Q 
no. 

Question CO Level 

a. (i) A 5mV, 1 KHz sinusoidal voltage is applied at the input of an Op-Amp   

      Integrator circuit for which R= 100 kΩ and C = 1μF.Calculate the Vo. 

एक ऑपरेशनल एɼलीफायर इंटीŤेटर पįरपथ के इनपुट पर 5mV, 1 kHz का 
साइनसोइडल वोʐेज लगाया जाता है, िजसके िलए R = 100 kΩ और C = 1μF 
है। Vo (आउटपुट वोʐेज) की गणना करŐ। 
(ii) Write the difference between inverting and non-inverting Op-Amp? 
इनविटōग और नॉन-इनविटōग ऑपरेशनल एɼलीफायर के बीच अंतर िलİखए? 

4 K5 

b. Determine the output voltage of the given following networks. 
िनɻिलİखत नेटवकŘ का आउटपुट वोʐेज ǒात कीिजए। 

4 K5 
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(for figure-1 V1=0.2v and V2=0.5v)       (for figure-2 V1=10v and  V2=15v)     
                                                                                                           
                            Fig-1                                                         Fig-2    

 
7. Attempt any one part of the following:     07 x 1 = 07 
Q 
no. 

Question CO Level 

a. Explain the working of ramp-type digital voltmeter with diagram and also 
describe the advantages of DVM.  
डायŤाम सिहत रœप-टाइप िडिजटल वोʐमीटर की कायŊŮणाली समझाएं और 
डीवीएम(DVM) के लाभो ंका भी वणŊन करŐ । 

5 K2 

b. Explain the construction and working of a CRO with neat diagram. 
एक ˢǅ आरेख की सहायता से सीआरओ (CRO) की संरचना और कायŊŮणाली 
की ʩाƥा करŐ । 

5 K3 

 


